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A Estrutura dos Materiais. Os Semicondutores: A Jungdo PN; Diodos diretamente e inversamente
polarizados; Corrente Inversa de Saturacdo. Os Semicondutores Especiais: Diodo Tunel, Diodo Zener,
LED, Varactor, SCR, DIAC, e TRIAC. O Transistor: Formagao, Tipos (PNP e NPN) e configuracbes
(Emissor, Base e Coletor Comum); Curvas caracteristicas (Regides Ativa de corte e saturagao);
Polarizacdo e Estabilidade Térmica. Pardmetros e Modelo do Transistor: Parametros hibridos; Modelos
do transistor como amplificadores lineares para pequenos sinais; Calculos de sua Resisténcia de
Entrada, Saida, Ganhos de Tensao e Corrente. Comparagao entre as trés configuragdes de um mesmo
Transistor.
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OBJETIVOS GERAIS

Conhecer os dispositivos eletronicos. Conhecer e estudar o comportamento dos transistores dos tipos bipolar, de
juncgéo e de efeito de campo. Aprender a operacdo dos componentes eletrénicos sob o efeito de alta frequéncia.

METODOLOGIA

— Exposigao didatica com a participagéo dos alunos.
— Debates, exercicios, leitura de textos.

CRITERIO DE AVALIAGAO

A avaliagdo pode ser feita por: provas parciais, trabalhos praticos, projetos em eletrénica analdgica, relatérios de
visitas técnicas e/ou seminarios.
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RAPHAEL PAULO BRAGA POUBEL

APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: 15/03/2017




PROGRAMA

1 - OS SEMICONDUTORES
1.1 - Materiais semi-condutores: Si e Ge (estrutura);
1.2 - Dopagem (formagéao de regides tipo P e Tipo N).

2-0DIODO

2.1 - Jungao PN;

2.2 - Diodos diretamente e inversamente polarizados;
2.3 - Corrente inversa de saturagao.

3 - 0OS SEMICONDUTORES ESPECIAIS
3.1 - Diodo Tunel;

3.2 - Diodo Zener;

3.3-LED;

3.4 - Varactor;

3.5-SCR;

3.6 - DIAC;

3.7 - TRIAC.

4 - O TRANSISTOR

4.1 - Formagao;

4.2 - Tipos (PNP e NPN) e configuracdes (Emissor, Base e Coletor Comum);
4.3 - Curvas caracteristicas (Regibes ativa, de corte e saturagéo);

4.4 - Polarizagao e estabilidade térmica;

4.5 — Qutros tipos.

5 - PARAMETROS E MODELO DO TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNCAO

5.1 - Parametros hibridos;

5.2 - Modelos do transistor como amplificadores lineares para pequenos sinais;
5.3 - Calculos de sua resisténcia de entrada, saida, ganhos de tensao e corrente;
5.4 - Comparacgao entre as trés configuragdes de um mesmo transistor.
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